Peut-on faire croitre du germanene?
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Depuis la prédiction théorique de l'existence de silicéne et de germanene, de
nombreux travaux ont porté sur des tentatives de synthese par croissance épitaxiale.
Dans le cas du Ge, I'obtention d'un réseau en nid d'abeille a ainsi été rapportée sur
Pt(111), GePt(110), Au(111), Al(111), Ag(111), Cu(111l), HOPG, AIN ou MoS:.
Néanmoins l'ensemble de ces résultats est aujourd’hui trés controversé. En
particulier, I'nypothése d'une formation d'alliage pendant le dép6t ou le recuit ne peut
étre négligée.

Nous avons utilisé la microscopie tunnel pour suivre en temps réel la croissance
de Ge sur Ag(11l) et Al(111). La solubilit¢ de Ge est tres faible pour ces deux
substrats. A la température ou le germanene est censé se former, on observe en
réalité une forte mobilité des atomes du substrat, qui se traduit par un déplacement
des marches atomiques dans le sens d'un agrandissement des terrasses. La relation
entre le taux d'avance des marches et le taux de couverture en Ge permet de
démontrer, dans les deux cas, la formation d'un alliage de surface, et non de
germanéne. Ces résultats sont confirmés par des mesures de diffraction de surface
des rayons X et des calculs de DFT.123
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Figure: a) Evolution de la surface Ag(111) pendant le dép6t de Ge. Les lignes pointillées
correspondent a la position initiale des marches atomiques. b) relation entre le taux de
couverture de Ge (par rapport a un plan Ag(111)) et le taux d'avance des marches. L'alliage
ordonné observé pour 6c.=1/3MC correspond a un alliage Ag.Ge de surface.
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